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Microsystemes,

Des missions

La Centrale de technologie pour la conception, la fabrication et la
caractérisation de micro et nanosystemes, offre une concentration particulaire
maitrisée, une régulation de la température, de I'humidité et de la lumieére
pour les domaines et les opérations sensibles aux contaminations et aux
rayonnements.

> Infrastructure
1500 m? de salle blanche, classes 10 000 et 100

propres, partenaires industriels)

> De la recherche amont jusqu’au démonstrateur
La Centrale de technologie déploie les moyens nécessaires a :

> L'intégration de nouveaux matériaux, au développement de technologies
spécifiques

> La réalisation de démonstrateurs sur la base de filiéres flexibles

> Du partenariat universitaire au partenariat industriel : Une centrale ouverte
Tous les ans

> Plus de 30 projets en collaborations universitaires

> Plus de 20 projets en collaborations industrielles, de la TPE au grand groupe

> Plus de 40 projets exogenes dans le cadre de I'accueil RTB

> Une équipe technique
Au sein du service “TEAM”, 28 Ingénieurs, Assistants Ingénieurs, et Techniciens
> Expertise sur les équipements et les procédés
> Soutien aux projets de recherche

* Contrat de Plan Etat Région, “*Recherche Technologique de Base
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deS teChnO N Technologies alternatives

_ Ces techniques bas colt, déja existantes
~“hri 1 . dans d’autres domaines que ceux de la
s bncatlon \ Nt microélectronique, de I'optoélectronique,
. des micros et des nano systemes, vont
étre développées pour ces applications.
- Des équipements de jet d’encre et de
A ( )| ' sérigraphie en constituent pour l'instant
. le cceur.
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- =, Elaboration de matériaux I1I-V

Deux réacteurs d’Epitaxie par Jet Moléculaire RIBER 2300 et 32P
permettent |a croissance de structures complexes de matériaux
III-V. Les principaux champs d’application sont la réalisation de
diodes laser a ruban, a cristal photonique, de VCSELs.

Implantation lonique

un implanteuh{onique moyen courant, d'une tension
d’accélération maximale de 200 KV permet le dopage
des matériaux h6{§ équilibre thermodynamique, et
avec masquage. N N

Nano impression

- 5¢ 200N
4 réacteurs de gravure par plasma a couplage SQuun ‘,_,L.L.L“Lih

- inductif permettent la réalisation de gravures de
“I'échelle nanométrique, a la traversée des plaquettes
~en passant par la réalisation de gravures profondes a
~ fort facteur de forme. Mis en ceuvre pour la gravure
- du silicium et de ses dérivés, des matériaux Ill-V, et
“pour des développements (polymeéres, métaux,
verre) ces moyens sont complétés par un réacteur
pour le délaquage des résines photosensibles. Deux
équipements de gravure chimique du silicium
parfont ces équipements. '-\ ; '
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Le LAAS-CNRS pal'tl(lpe au réseau des 7 grande > micro-nano-opto-électronique
Centrales de Micro et Nanotechndrfles aux i

compétences complémentaires du plan Recherche
Technologique de Base élaboré en 2003 par le

Orsay/

Ministere de la Recherche et de la Technologie. Marcoussis T
. F - . > nano-photonique
Les laboratoires du CNRS et du CEA qui abritent ces > nano électronique ()

2L A > micro-systémes

> micro-technologies

Grenoble '
Toulouse O

centrales ont pour mission de consacrer une part
de I'activité de la centrale a des projets exogenes
portés parJ autres laboratoires et le monde socio-
economlcfue. Ces projets doivent contribuer au Centrale du LAAS-CNRS :nmai;:;';;';fi':;g""iq"e
développement de la Recherche en France dans le () > micro et nano-systemes
domaine des Micro et Nanotechnologies et des > micfo et nano-systemes
Nano;aences

http}/ /www rtb.cnrs.fr E i E
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s j ndre contact avec plateformertb@laas.fr
i -& ea’(p !ser la demande
Nterd #l

approfondie entre le demandeur et le LAAS-CNRS permet de préciser = o
i i hnologiques. Leur analyse permet d’évaluer la faisabilité du projet, B
.' ! pes et d’établir une évaluation des colts et des délais.
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Le projet nécessite I'ac
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a conduire, des personnes extérieures peuvent étre
ravailler avec nos professionnels. Une convention
les personnes est prise en charge par le

Parmi nos partenaires

G0 Leti - freescale

Contact Centrale :
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: ul Sabatier, I'lnstitut
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pe :60 personnes, dont prés de 250
et enseignants-chercheurs, autant de
M“ post-doctorants, et plus de 100

'_chn|C|ens et personnels administratifs.

'n}h des Systemes (MoCosY)
\ (RIA)

" 'genlene

-au' LAAS-CNRS

7 groupes de recherche
100 chercheurs X
110 doctorants

- > Sources et fonctions optiques pour I'intégration photonique, MOEMS et micro-optique
> MEMS-RF et circuits intégrés micro-ondes

~ LAAS-CNRS - 7 avenue du Colonel Roche, 31077 TOULOUSE Cedex 4 - FRANCE
el 0) 5 61 33 62 00 - Fax. : +33 (0) 5 61 55 35 77 - http://www.laas.fr/
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